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(57) Abstract: Disclosed is a 
noise-reducing transistor arrangement 
comprising a first (100a) and a second 
(100b) field effect transistor, each of 
which is provided with a first and 
a second source/drain connection 
as well as a control connection for 
feeding a first or second signal. Said 
transistor arrangement is configured 
such that the first signal (114) can 
be fed alternatingly to the control 
connection of the first field effect 
transistor while the second signal 
(111) can be simultaneously fed to the 
control connection of the second field 
effect transistor, or the second signal 
can be fed to the control connection of 
the first field effect transistor while the 
first signal can be simultaneously fed 
to the control connection of the second 
field effect transistor. 
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(57) Zusammenfassung: Die Trans is tor- Anordnung zum Verringern von Rauschen enthalt einen ersten (100a) und einen zweiten 
(100b) Feldeffekttransistor, von denen jeder einen ersten und einen zweiten Source-/Drain-Anschluss aufweist und einen Steuer- An- 
schluss zum Anlegen eines ersten oder zweiten Signals aufweist. Die Transistor-Anordnung ist derart eingerichtet, dass alternierend 
an den Steuer-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors das erste Signal (114) und simultan an den Steuer- Anschluss des zweiten 
Feldeffekttransistors das zweite Signal (111) anlegbar ist, bzw. an den Steuer-Anschluss des ersten Feldeffekttransistors das zweite 
Signal und simultan an den Steuer-Anschluss des zweiten Feldeffekttransistors das erste Signal anlegbar ist. 



